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При механическом взаимодействии поверхностей твердых тел в процессе трения довольно часто наблюдается трибоэлектрический эффект, связанный с изменением электрического потенциала поверхности твердого тела при трении его о поверхность другого твердого тела [1]. Несмотря на то, что трибоэлектрический эффект известен достаточно давно, его природа не совсем ясна и в настоящее время.
В работе представлены результаты исследования трибоэлектризации эпитаксиальных слоев n-GaAs в результате сканирования по поверхности зонда атомно-силового микроскопа в контактном режиме. Зависимости эффекта трибоэлектризации от величины обратной скорости сканирования образца n-GaAs зондом атомно-силового микроскопа, исследованные в настоящей работе при силах прижима зонда с радиусом закругления 35 нм до 850 нН, характеризуются начальным ростом абсолютной величины изменения потенциала при высоких скоростях сканирования (2 – 3 мкм/с) и последующим переходом к насыщению эффекта при скоростях сканирования 0.4 – 0.8 мкм/с. Подобное поведение указанных зависимостей объясняется в модели [2], связывающей изменение поверхностного потенциала с образованием под влиянием деформации в приповерхностной области собственных точечных дефектов с энергетическими уровнями ниже уровня Ферми на поверхности. Показано, что для качественного объяснения наблюдающихся зависимостей необходимо учитывать как генерацию, так и аннигиляцию дефектов в области, подвергающейся деформации. 
Предельная поверхностная концентрация дефектов, образующихся при низких скоростях сканирования, согласно оценкам [2], может достигать величины порядка 1010 см-2. Предполагается, что в качестве таких точечных дефектов могут выступать вакансии Ga, их комплексы с донорами и антиструктурные дефекты GaAs или их комплексы с другими дефектами. 
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